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Uktad przetaczania heterodyny ctowicy wielkiej i bardzo wielkiej
czestotliwosci przy zmianie odbieranych podzakreséw

Przedmiotem wynalazku jest uktad przetaczania heterodyny gtowicy wielkiej i bardzo wielkiej czestotli-
wosci przy zmianie odbieranych podzakreséw.

W znanych rozwigzaniach gtowic bardzo wielkiej czestotliwos$ci (b.w.cz.) przetaczanych i przestrajanych
elektronicznie zakres b.w.cz. odbiera sie w dwoch podzakresach przestrajanych w sposob ciagty. Powszechnie
stosowanym sposobem przetaczania tych podzakreséw jest doprowadzenie dwoch napigé zasilajacych: jednego
przy odbiorze w pierwszym , a drugiego przy odbiorze w drugim podzakresie.

Najczesciej stosowanym rozwigzaniem uktadu heterodyny glowicy b.w.cz. jest uktad wspdlinej bazy,
w ktérym od kolektora tranzystora do masy dotaczony jest réownolegty obwod rezonansowy. Gataz pojemno$
ciowa tego obwodu sktada sie z diody waraktorowej potaczonej szeregowo z kondensatorem. Punkt wspdiny tej
diody i kondensatora potaczony jest poprzez rezystior ze zrodtem napiecia strojenia. Gataz indukcyjna obwodu -
rezonansowego sktada sie zdwdch potgczonych szeregowo cewek dotaczonych bezposrednio do masy. Od
punktu wspdlnego tych cewek do masy dotaczona jest dioda przetaczajgca potgczona szeregowo z kondensato-
rem blokujgcym. Wspdlny punkt diody przetaczajacej i kondensatora blokujacego potaczony jest poprzez
rezystor z punktem przytgczania napiecia zasilania na drugim podzakresie. Ponadto punkty przytaczenia napigé
zasilajacych na pierwszym i drugim podzakresie potaczone sg poprzez dwie diody przetaczajace razem i dalej
potaczone poprzez jeden rezystor z emiterem, a poprzez drugi rezystor z bazg tranzystora. Baza tranzystora jest
potaczona z masg zaréwno poprzez rezystor jak i kondensator blokujacy. W przypadku przeciwnej polaryzacji
napieé zasilajacych punkty przytaczania tych napieé na pierwszym i drugim podzakresie potaczone sq poprzez
dwie diody przetaczajace razem idalej potaczone przez rezystor z baza, za$ z kolektorem tranzystora przez
dtawik. W takim uktadzie kolektor tranzystora oddzielony jest od obwodu rezonansowego kondensatorem
blokujgcym.

Tak wigc w opisanym znanym uk+tadzie rezystor jest zasilany przez wspomniane dwie potaczone diody
przetaczajace — jedng na kazdym z podzakresdw, a ponadto trzecia dioda przetaczajaca zawiera na drugim
podzakresie czes$¢ indukcyjnosci obwodu rezonansowego dlaw.cz. do masy.
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Celem wynalazku jest uproszczenie uktadu przetgczania heterodyny gtowicy b.w.cz. z zachowaniem jej
dotychczasowych parametrow. )

Zadaniem wynalazku jest opracowanie uktadu przefaczania heterodyny, w ktérym przy zmniejszonej
‘liczbie diod przetaczajacych, otrzymuje sie przy zmianie podzakreséw zaréwno zwieranie czesci indukcyjnosci
w obwodzie rezonansowym jak i zmiane punktu pracy tranzystora heterodyny.

Istota uktadu przetaczania heterodyny gtowicy wielkiej i bardzo wielkiej czestotliwosci sktadajacego sie
z tranzystora, w ktorego obwodzie kolektora znajduje sie réwnolegty obwdd rezonansowy, ktérego gataz
pojemnosciowa sktada sie z diody waraktorowej potaczonej szeregowo z kondensatorem a gataz indukcyjna
z dwéch potaczonych szeregowo cewek, ktdrych punkt wspélny potaczony jest przez diode przetaczajacy
zaréwno poprzez kondensator blokujacy z masg jak i przez rezystor z punktem przytaczania napigcia zasilania
dla drugiego podzakresu jest to, ze gataz indukcyjna bedac potaczona z masg przez kondensator blokujacy,
posiada punkt wspdlny dla indukcyjnosci i kondensatora blokujacego, potaczony z jednej strony bezposrednio
lub przez rezystor z punktem przytaczania napiecia zasilania dla pierwszego podzakresu, zas z drugiej strony
punkt ten potaczony jest przez rezystor z bazg tranzystora i wéwczas dioda przetaczajaca jest potaczona
bezposrednio z punktem przytgczania napigcia dla drugiego podzakresu.

Wynalazek jest blizej wyjasniony w przyktadzie wykonania uwidocznionym na rysunku, ktory przedstawia
uktad wspélnej bazy z tranzystorem n-p-n. .

W kolektorze tranzystora znajduje sie rownolegty obwéd rezonansowy. Gataz pojemnosciowa tego
obwodu sktada sie z szeregowo potaczonego konensatora C3 i diody waraktorowej D2. Punkt C wsp6iny dla
diody D2 i kondensatora C3 potaczony jest poprzez rezystor R4 z punktem UStr dotgczenia napigcia strojenia.
Gataz indukcyjna skfada sie z szeregowo potgczonych cewek L1 iL2, ktére potgczone sa z masa poprzez
kondensator blokujagcy C1. Punkt B wspdlny dla cewki L2 i kondensatora C1 potaczony jest zaréwno
bezposrednio lub przez rezystor R1 z punktem U1 przytaczenia napiecia zasilania na pierwszym podzakresie jak
i poprzez rezystor R2 dzielnika napizcia z bazg tranzystora T. Wspdlny dla cewek L1 i L2 punkt A potaczony
jest poprzez diode przetaczajacg D1 zaréwno poprzez kondensator blokujacy C2 z masa iak i bezposrednio lub
przez rezystor R3 z punktem U2 przy+ jczania napiecia zasilania na drugim podzakresie.

Dziatanie uktadu przeigczania heterodyny wedfug wynalazku jest nastgpujace. W przypadku. odbioru
programu w pierwszym podzakresie napiecie zasilania przytaczone jest do punktu U1. Prad staty kolektora
ptynie przez rezystor R1 icewki L2 iL1. Prad dzielnika bazy ptynie przez rezystory R1, R2 i R5. Gataz
indukcyjna obwodu rezonansowego skiada sie z cewek L1 iL2 izamknieta jest dla w.cz. do masy przez
kondensator blokujacy C1. W przypadku odbioru programu w drugim podzakresie napigcie zasilania przytaczone
jest do punktu U2 iprad staty kolektora piynie przez rezystor R3 diode D1 i cewke L1. Prad dzielnika bazy
ptynie przez rezystor R3, diode D1, cewke L2 irezystory R2 i R6. Gatagz indukcyjna obwodu rezonansowego
sktada sie z cewki L1 i zamknieta jest dla w.cz. do masy poprzez diode D1 i kondensator blokujagcy C2. Dioda
D1 w przypadku odbioru drugiego podzakresu zwiera dla prgdéw w.cz. indukcyjnosé L2 a ponadto ptynie przez
nig prad zasilajacy tranzystor T. Zas$ przy odbiorze pierwszego podzakresu dioda D1 zapobiega przedostawaniu
si¢ do punktu U2 napiecia zasilania dotgczonego do punktu U 1. Zasilanie tranzystora alternatywnie, albo przez
rezystor R1, albo przez rezystor R3 umozliwia zmiang punktu pracy tranzystora T przy zmianie podzakreséw.
W obydwu podzakresach heterodyna przestrajana jest przez diode waraktorowq D2, do ktorej doprowadzone jest
poprzez rezystor R4 napiecia przestrajajace dotgczone do punktu UStr.

Dzieki uktadowi wedtug wynalazku na drugim podzakresie zakresu b.w.cz. dioda przetaczajaca D1 zwiera
zaréwno dla w.cz. cze$¢ indukcyjnosci obwodu rezonansowego jak i ptynie przez nig prad staty kolektora
idzielnika bazy tranzystora heterodyny. Dzigki temu uktadowi wedtug wynalazku zawiera o jedna diode
przetaczajagca mniej niz stosowane uktady, ajego prad zasilania jest mniejszy o warto$¢ potrzebng do zwierania
diody przetaczajace;j.

Zastrzezenie patentowe

Uk tad przetaczania heterodyny gtowicy wielkiej i bardzo wielkiej czestotliwosci przy zmianie odbieranych
podzakreséw, sktadajacy sie z tranzystora, w kolektorze ktorego znajduje si¢ rownoleglty obwod rezonansowy
~ z gatezig pojemnosciowa, sk tadajacy sie z diody waraktorowej poigczonej szeregowo z kondensatorem i z gate-
zig indukcyjng sktadajgcy sie z dwéch potaczonych szeregowo cewek, ktérych punkt wspdéiny potaczony jest
przez diode przetgczajacg zardwno poprzez kondensator blokujacy z masg jak i poprzez rezystor z punktem
przyfaczania napiecia dla drugiego podzakresu, znamienny tym, ze gatagz indukcyjna (L1, L2) bedac
potaczona z masg przez kondensator blokujagcy (C1) posiada punkt (B) wsp6iny dla indukcyjnosci (L2)
i kondensatora blokujacego (C1) potaczony z jednej strony bezposrednio lub przez rezystor (R1) z punktem (U1)
przytaczania napigcia zasilania dla pierwszego podzakresu, za$ z drugiej strony punkt ten potaczony jest przez
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rezystor (R2) z baza tranzystora (T) i woéwczas dioda przetaczajaca (D 1) jest potgczona bezposrednio z punktem
(U2) przytaczania napigcia zasilania dla drugiego podzakresu.
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